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１． 概要（Summary） 

プラズマ照射分子線エピタキシー（RF-MBE）を用いて

窒化物半導体 GaN を作製し、その構造および特性の評

価を行った。 作製した試料を KOH または NH4OH を用

いてエッチングしその表面形状や膜厚をエリプソメータや

白色干渉式非接触三次元形状測定器を用いて計測した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

触針式表面形状測定器(アルバック社製、 Dektak8) 

白色干渉式非接触三次元形状測定器(ブルカーエイエ

ックスエス社,NT9100A-in motion：Wyko) 

膜厚測定器 （溝尻光学社製エリプソメータ DHA-

XA/M8） 

【実験方法】 

MBE 装置を用いて 800℃の Si 基板上に GaN を様々

な条件で成長させ、その時の膜厚と表面粗さについて触

針式表面形状測定器と Wyko（白色干渉式非接触三次

元形状測定器）を用いて観察した。変動させた条件とし

て、窒素流量、成長時間、Ga セルの温度があり、それら

の GaN の成長への影響を膜厚の観点から調べるため上

記の装置を利用した。 

上記において作製した GaN 試料表面に対してウェット

エッチングを行った試料について、エッチング条件(エッ

チング液濃度、エッチング時間)が膜厚および表面のモフ

ォロジーに与える影響を調べるため、同様に触針式表面

形状測定器、Wyko、および エリプソメータを利用した。 

Wyko は干渉の原理を用いて、ワーク形状の面全体を

三次元的に測定した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

前述した装置を用いて、エッチングによる膜厚の変化を

測定した。膜厚の変化が 10 nm オーダーで観測できたた

め、エッチングレートが算出できた。(Table 1) 

また、試料のエッチング前後の表面粗さについて測定し

た結果と同一試料の走査型電子顕微鏡観察結果につい

て Fig. 2 に示す。 

Table 1 Film thickness changes by wet etching 

 

 

Fig. 2 GaN surface and Ra 
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